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【令和元(2019)年度 研究進捗評価結果】 

評価 評価基準 

 A+ 当初目標を超える研究の進展があり、期待以上の成果が見込まれる 

〇 A 当初目標に向けて順調に研究が進展しており、期待どおりの成果が見込まれる 

 A－ 
当初目標に向けて概ね順調に研究が進展しており、一定の成果が見込まれるが、一部

に遅れ等が認められるため、今後努力が必要である 

 B 当初目標に対して研究が遅れており、今後一層の努力が必要である 

 
C 

当初目標より研究が遅れ、研究成果が見込まれないため、研究経費の減額又は研究の

中止が適当である 

（意見等） 

本研究は、走査型非線形誘電率顕微鏡(SNDM)をより高度化、多機能化することにより、界面キャリ

ア輸送の諸問題の物理的起源を解明することを目指すものである。 

これまでに、開発された SNDM 装置群を有効に組み合わせ、SiO2/SiC、HfO2/SiC、グラフェン/SiC
などの局所界面評価を行うなど、研究は順調に進展している。 

これらの評価方法に加え、装置は既に完成している走査型非線形誘電率常磁性共鳴顕微鏡が機能す

るようになれば、電子トラップの電子状態に関する情報が得られ、半導体界面の理解が更に進むことが

期待される。 

また今後、材料・プロセス研究者との連携によって、本研究による微視的分析結果とマクロな物性や

デバイス性能との関連が明らかにされることも望まれる。 


